Додаток В

                                                Довідкові дані

Таблиця В.1 – Основні фізичні сталі

	Стала Планка, h
	6,62 . 10-34 Дж . с

4,14 . 10-15 еВ . с

	Стала Больцмана, k
	1,38 . 10-23 Дж/K

0,86 . 10-4 еВ /K

	Маса електрона, me
	9,106 . 10-31 кг

	Заряд електрона, е
	1,602 . 10-19 Кл

	Діелектрична проникність вакууму, εо
	8,86 . 10-14 Ф/см

	Магнітна проникність вакууму, μо
	1,257 . 10-8 Гн/см

	Швидкість світла, с
	2,99778 . 1010 см/с


Таблиця В.2 –  фізичні властивості напівпровідникових матеріалів

	Параметр
	Одиниця виміру
	Ge
	Si
	GaAs

	Атомний номер
	-
	32
	14
	-

	Атомна (молекулярна) маса
	-
	72,59
	28,08
	144,64

	Концентрація атомів, N
	ат./м3
	4,4 . 1028
	5,0 . 1028
	1,3 . 1028

	Стала гратки, d (за 300 К)
	м-10
	5,65
	5,43
	5,65

	Температура плавлення, Т
	(С
	936,0
	1412,0
	1238,0

	Діелектрична проникність, ε
	-
	16
	12
	10,9

	Ширина забороненої  зони, Еg:
	еВ
	
	
	

	0 К
	
	0,785
	1,21
	1,52

	300 К
	
	0,67
	1,11
	1,43

	Концентрація носіїв заряду у власному напівпровіднику ni  (300 К)
	м-3
	2,1 . 1019
	1,5. 1016
	8,9 . 1012

	Рухливість носіїв заряду за 300 К:
	м2/(В.с)
	
	
	

	електронів μn
	
	0,39
	0,135
	0,85

	дірок μр
	
	0,18
	0,048
	0,04

	Коефіцієнт дифузії за 300 К:
	м2/с
	
	
	

	електронів Dn
	
	9,3 . 10-3
	3,5 . 10-3
	2,2 . 10-2

	дірок Dр
	
	4,4 . 10-3
	1,3 . 10-3
	1,1 . 10-3


Таблиця В.3 – Формули для перерахунку параметрів чотириполюсника
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	y                       
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	z11         z12
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Таблиця В.4 –  Зв’язок між h-параметрами транзистора в різних схемах його  включення
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Таблиця В.5 –  Значення гіперболічних функцій ez  та erfc (z)

	z
	ez
	sh (z)
	ch (z)
	th (z)
	erfc (z)

	0
	1
	0
	1
	0
	1

	0,2
	1,221
	0,201
	1,020
	0,198
	0,777

	0,4
	1,492
	0,411
	1,081
	0,380
	0,572

	0,6
	1,822
	0,637
	1,185
	0,537
	0,396

	0,8
	2,226
	0,888
	1,337
	0,664
	0,258

	1,0
	2,718
	1,175
	1,545
	0,762
	0,157

	1,2
	3,320
	1,510
	1,811
	0,834
	0,897(10-1

	1,4
	4,055
	1,904
	2,151
	0,885
	0,477(10-1

	1,6
	4,953
	2,376
	2,578
	0,922
	0,236(10-1

	1,8
	6,050
	2,942
	3,108
	0,947
	0,109(10-1

	2,0
	7,389
	3,627
	3,762
	0,964
	0,468(10-2

	2,2
	9,025
	4,457
	4,568
	0,976
	0,186(10-2

	2,4
	11,023
	5,466
	5,556
	0,984
	0,689(10-3

	2,6
	13,464
	6,695
	6,769
	0,989
	0,236(10-3

	2,8
	16,445
	8,192
	8,253
	0,993
	0,750(10-4

	3,0
	20,086
	10,018
	10,068
	0,995
	0,221(10-4


Математичні вирази, які використовуються при розрахунках напівпровідникових приладів

При x (( 1 справедливі такі розкладання:
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